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Transistor de unidn bipolar BJT
(Bipolar Junction Transistor)

OBJETIVOS

Conocer la estructura del dispositivo y el efecto
transistor

Conocer y distinguir parametros basicos asociados a
transistores BJT: o, B, hFB, hFE, IcBO, VBE(on), VCE(sat)

Interpretar. I.as curvas caracteristicas corriente/tension
del dispositivo

Identificar las regiones de funcionamiento
Activa, Corte, Saturacidon, Activa inversa

Analizar casos basicos en continua de circuitos con BJT
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Estructura del Transistor Bipolar
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Funcionamiento: Efecto transistor
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Parametros caracteristicos
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« Catalogo: Buscar BC547 en hitp://www.fairchildsemi.com/
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Caso dual: Transistor NPN
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Interpretacidon: Curva corriente-tension

I (mA)

= En SATURACION la
unién BC esta en directa |3

= |3 tensidn de salida )
VCB es constante aungque

cambie la corriente IC 11

H

e =4 mA]|

= En ACTIVA la unién BC esta en inversa

= La corriente de salida Ic del dispositivo es
constante aunque cambie la tensién VcB

= | a corriente ICc |la determina la entrada I

> 4 6 8 10 12 14 16 Ve(V)

» Hay una curva para cada valor de entrada IE
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Regiones de funcionamiento

Corte Inversa (OFF) Inversa

Activa Directa (ON) Inversa (Efecto transistor)
Saturacion Directa (ON) Directa (Saturado)

Activa Inversa  Inversa Directa

Corte VBE < VBE-ONO IB=0 |1B=0, Ic=IE=0

Activa VBE-ON Yy VCE > VCE-SAT IC=hFE:IB [VBE=VBE-ON]
Saturacion VBE-ON y VCE-SAT VCE =VCE-SAT [VBE=VBE-SAT]

e Catalogo Vsewn VcEsay hre VBE(sat)

Buscar BC547 en http://www.fairchildsemi.com/
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Curvas caracteristicas de salida
(Emisor Comun)
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¢, Qué representaran las curvas caracteristicas de entrada?
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Curva de Transferencia
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¢,Qué regiones de funcionamiento se pueden identificar?
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EJEMPLO

= RC=1000Q

* RB = 10 kQ

= VCC =10V
VBB = 10 V

= VBE(on) = 0,7 V

= VCE(sat) = 0,2V

= hFE =100
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Analisis en continua
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= Anular la senal (superposicion)
Vv, = 0
» Analizar la malla de entrada
= Ecuacion del dispositivo
(Curva caracteristica de entrada)
= Ecuacion circuital
(Recta de carga)

= Analizar la malla de salida

® Ecuacion del dispositivo
(Curva caracteristica de salida)
= Ecuacion circuital

(Recta de carga)
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Ve = VBE(on)

Caracteristica de entrada
y Recta de Carga (l)
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= Graficamente
= Curva caracteristica
Ig =1l (VBE »VcE )
» Recta de carga:
iB _ VBB — Vg
RB
= Analiticamente
=\VBB > VBE(0on)

Vpe = VBE(on)

Ve (V)
Vg = Ve Hig- Ry
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Caracteristica de salida
y Recta de Carga (ll)
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Vee =Vee = 1¢

= Graficamente
= Curva caracteristica

lc = ¢ (VCE »lp )
» Recta de carga:

_ Vee =Ver
ZC I
R,

= Analiticamente
=VVCE > VCE(sat)
o = hFE lp
Ve (V)

'RC

Vee =Veg Tic - Re
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Ejemplo: Regiones de funcionamiento

+Vcc

EJEMPLO 7

= RC=1000Q RC ¢

“RB - ... 7

»VCC =10V RB B | +

" VBB = ... — W Vg

= VBE(on) = 0,7 V + v _

« VCE(sat) = 0,2 V — vBB BE

= hFE = 100 : I
VBB =0V =0 VBB =10V VBB =10V
RB = 10 kQ RB = 10 kQ RB = 10 kQ RB = 1 kQ
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Ejercicio de clase

» Razonar la region de funcionameinto
+Vee = Calcular la tensién VE

= Calcular la corriente |e

= Deducir la relacion entre I, IB e IC

RC y = Calcular las corrientes IC e IB
© = Calcular la tension Vc
L Ve DATOS

= \VVCC =12V

RE 'RC=RE=1OKQ
= VBE(on) =0,7 V
= VCE(sat) = 0,2V
= hFE = 100

-Vee
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Ejercicio propuesto

+Vee Tensiones y corrientes en NPN y PNP
RC
Ve
Vb <
B Ve
RE
N = Indicar qué tipo de transistor es
» Razonar la region de funcionameinto
-Vce

= Relacionar VB con VE, VB con IB, VE con IE e IE con IB.
= Relacionar Vc con IC
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